Разработка методики синтеза пористого роданида меди (I) для использования в качестве неорганического полупроводника p-типа в перовскитных солнечных ячейках.
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 Перовскитные солнечные батареи являются одним из наиболее перспективных типов фотовольтаических устройств благодаря предельно низкой стоимостью, простоте изготовления и высокой эффективности (22,1%[1]).  В качестве светопоглощающего материала в ячейках данного типа чаще всего используются гибридные органо-неорганические соединения со структурой перовскита и общей формулой ABX3, А – CH3NH3+, В – Pb2+, а X – галоген (I, Br, Cl).  Помимо светопоглощающего материала в состав ячейки также входят полупроводники с n- и p-типом проводимости, которые играют не меньшую роль в достижении высокой эффективности ячеек. На сегодняшний день актуальной задачей является поиск более дешевых и стабильных дырочно-проводящих материалов среди неорганических соединений, так как широко используемые органические полупроводники, напротив, имеют низкую стабильность и являются дорогостоящими. Одним из перспективных полупровдников p-типа является роданид меди(I) (CuSCN), который обладает наилучшими электрофизическими характеристиками (подвижность дырок и длина свободного пробега) по сравнению с известными на сегодняшний день аналогами. 

Одним из подходов для увеличения эффективности перовскитных ячеек является использование пористых селективных слоев. Данная конфигурация позволяет увеличить площадь контакта светопоглощающего перовскита и p- или n-проводника, что облегчает перенос носителей заряда из перовскита в селективный слой. В данной работе был проведен поиск наиболее подходящего метода для получения пористого слоя роданида меди(I). Таким методом является электрохимическое осаждение CuSCN в поры темплата из микросфер полистирола. Темплат получали методом спинкоутинга суспензии микросфер полистирола на проводящие стекла, покрытые оксидом олова допированного фтором (FTO). Для осаждения CuSCN в поры темплата было использовано 2 типа электрохимического осаждения: потенциостатическое и импульсное. Осаждение в обоих случаях проводилось из раствора CuSO4*5H2O, ЭДТА-Na2, NaSCN в соотношении 1:1:2.
 Полученные экспериментальные образцы были охарактеризованы методами растровой электронной микроскопии, рентгенофазового анализа и циклической вольтамперометрии. Осажденные пленки являются однофазными, где CuSCN имеет ромбоэдральную сингонию. На данный момент получены образцы с неполностью заполненным роданидом меди(I) слоя микросфер полистирола, что требует дополнительного подбора условий осаждения CuSCN.
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